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(54) Composant d'emission laser a cavite verticale a emission par la surface a une longeur 
d'onde comprise entre 1 ,3 et 1,5 micrometre et procede pour sa realisation 



(57) Composant d'emission laser a cavite verticale 
emettant par la surface a une longueur d'onde comprise 
entre 1,3 et 1,55 |im,. comportant un empilement pre- 
sentant deux rniroirs (2, 6) qui reflechissent a la lon- 
gueur d'onde d'emission et une ou plusieurs couches 
(4) qui sont interposee(s) entre ces deux rniroirs (2, 6) 
et qui constituent un milieu amplificateur du rayonne- 
ment emis, caracterise en ce qu'au moins un (2) de ces 
rniroirs presente au voisinage du milieu amplificateur (4) 



une couche (2a) d'A^Ga^s, avec x compris entre 0,8 
et 1 , oxydee selectivement (2a x) et 28^) autour d'une 
zone centrale active du milieu amplificateur (4). 

Dans le procede de realisation, on fait crottre par 
epitaxie deux echantillons I'un sur un substrat d'lnP, 
I'autre sur un substrat de GaAs et on assemble les deux 
echantillons ainsi obtenus par collage epitaxial d'une 
couche de GaAs du deuxieme echantillon sur une cou- 
che d'lnP du premier, rechantillon ainsi obtenu etant en- 
suite grave puis oxyde par hydrolyse. 
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Description 

La presente invention est relative a un composant 
□"emission laser a cavite verticale emettant par la sur- 
face a une longueur d'onde comprise entre 1,3 et 1,55 
urn 

Elle propose egalement un precede pour la realisa- 
tion de ce composant. 

Le composant selon I'invention trouve notamment 
avantageusement application dans le domaine des te- 
lecommunications par fibres optiques ou encore pour la 
realisation d' interconnexions optiques a hautes perfor- 
mances permettant le transfer! d'informations entre dif- 
ferents elements de systemes informatiques. 

Classiquement, un composant d'emission laser a 
cavite verticale est constitue par I'empilement d'un mi- 
roir inferieur, d'une cavite comportant la ou les couches 
actives constituant un milieu amplif icateur pour le rayon- 
nement laser, et d'un miroir superieur. 

Les miroirs inferieur et superieur sont generalement 
constitues d'un empilement de couches dites quart d'on- 
de, soit en des materiaux semi-conducteurs dopes, soit 
en des materiaux dielectriques isolants. Ces empile- 
ments de couches quart d'onde realisent des reflecteurs 
de Bragg centres sur la longueur d'onde d'utilisation du 
composant. 

La cavite comporte, eventuellement sous la forme 
de puits quantiques, une ou plusieurs couches de ma- 
teriaux semi-conducteurs dont la longueur d'onde de 
bord d'absorption (correspondant a I'energie de bande 
interdite) est voisine de celle du rayonnement laser. 

La plupart des lasers a cavite verticale realises jus- 
qu'a present et fonctionnant en regime continu a tem- 
perature ambiante ont ete realises avec un milieu actif 
en AlGaAs ou en InGaAs epitaxie sur GaAs, et emettent 
a des longueurs d'onde inferieures a 1 um. 

Des lasers a cavite verticale emettant par la surface 
a des longueurs d'onde comprises entre 1,3-1,55 urn 
ont deja ete proposes. Leurs couches actives sont des 
couches en alliage InGaAsP ou InGaAs A! epitaxiees sur 
un substrat d'lnP. 

Toutefois, a ce jour, aucune des structures qui ont 
ete proposees avec ce type de couches actives ne fonc- 
tionnent de facon satisf aisante en continu a temperature 
ambiante. 

Notamment, il a ete decrit dans : 

[1] T. Baba et al., Electron. Lett. 29, 913 (1993), 
un composant a cavite verticale dont les miroirs 
sont des miroirs dielectriques completement iso- 
lants. La structure decrite dans cet article presente 
I'inconvenient d'une assez forte dissipation d'ener- 
gie due au passage du courant d'injection dans des 
couches semi-conductrices tres minces et d'une 
forte elevation de temperature due a la mauvaise 
conductivity thermique des miroirs dielectriques. 
De ce fait, un fonctionnement en continu n'a pu etre 
obtenu que jusqu'a une temperature de 14°C. 



II a egalement ete propose, notamment dans : 

[2] K. Streubel et al., Mater. Science and Engineer. 
B28, 289(1994) 

s d'utiliser des miroirs en InGaAsP/lnP. Du fait de la 
trop faible difference d'indice de refraction entre les 
deux couches constituant le reflecteur de Bragg, la 
reflect ivite de ces miroirs n'est pas suffisante pour 
obtenir I'effet laser en continu. 

w plus recemment, il a ete propose d'utiliser un, 

voire deux reflecteurs de Bragg en AlAs/GaAs lies 
au milieu actif par collage epitaxial. On pourra a cet 
egard avantageusement se referer aux 
publications : 

75 

[3] J. J. Dudley et al., Appl. Phys. Lett., 64, 1463 
(1994); 

[4] D. I. Babic et al., Appl. Phys. Lett., 66, 1030 
20 (1995). 

Cette approche a penmis d'obtenir I'effet laser a 1 ,55 
um en regime pulse avec des courants de seuils inte- 
ressants, mais encore trop eleves pour obtenir le fonc- 

25 tionnement en regime continu. 

On considere egalement generalement que cette 
technique n'est pas susceptible de deboucher sur des 
composants satisf aisants. II est en eff et communement 
admis par I'Homme du Metier que la realisation de jonc- 

30 tions GaAs/lnP par collage epitaxial s'accompagne 
d'une barriere de potentiel importante entre les deux 
materiaux, qui doit s'opposer au passage du courant et 
entrainer un echauffement de la structure, reduisant 
ainsi les chances d'obtenir le fonctionnement laser re- 

35 cherche. 

Le but principal de I'invention est done de proposer 
un composant laser a cavite verticale emettant par la 
surface pouvant fonctionner en continu a temperature 
ambiante a des longueurs d'onde comprises entre 1 ,3 

40 et 1 ,5 um. 

On connait deja par les publications : 

[5] D. L Huffaker et al., Appl. Phys. Lett., 65, 97 
(1994); 

45 

[6] K. D. Choquette et al. Electron. Lett., 30, 2043 
(1994), 

des lasers a cavite verticale emettant par la surface 
a des longueurs d'onde de 0,98 urn, qui presentent 
50 un confinement lateral realise par oxidation selecti- 
ve de la partie exteme d'une couche AlAs gravee 
en plots (mesas). 

A ce jour, cette technique n'a pas jamais ete utilisee 
55 pour realiser des lasers fonctionnant entre 1 ,3 et 1 ,5 um 
etant donnee notamment qu'une couche d'AI As de bon- 
ne qualite ne peut pas dtre facilement fabrique pardes- 
sus la couche active des lasers de cette gamme en rai- 
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son de la difference de parametre de maille cristalline 
qui cree des reseaux de dislocations provoquant des 
pertes et un echauflement de la structure qui s'oppose 
a I'obtention de I'effet laser 

L' invention propose quant a elle un composant 
d'emission laser a cavite verticale emettant par la sur- 
face a une longueur d'onde comprise entre 1,3 et 1,55 
urn, comportant un empilement presentant deux miroirs 
qui reflechissent a la longueur d'onde d'emission et une 
ou plusieurs couches qui sont interposees entre ces 
deux miroirs et qui constituent un milieu amplificateur 
du rayonnement 6mis, caracterise en ce qu'au moins un 
de ces miroirs presente au voisinage du milieu amplifi- 
cateur une couche d'A^Ga^As, avec x compris entre 
0,8 et 1, oxyd6e selectivement autour d'une zone cen- 
trale active du milieu amplificateur. 

Un tel composant presente un confinement lateral 
du courant electrique, du au caractere isolant de la cou- 
che d'oxyde, combine a un confinement lateral du mode 
optique de la cavite verticale, du a son indice de refrac- 
tion, celui-ci etant nettement inferieur a celui de la zone 
centrale non oxyd6e. 

De ce fait, en fonctionnement, la zone active subit 
un faibie echauffement, ce qui permet un fonctionne- 
ment en regime continu a temperature ambiante. 

L'invention propose egalement un procede pour la 
realisation d'un tel composant, caracterise par ies diffe- 
rentes etapes suivantes : 

epitaxies d'une part sur un substrat d'lnP d'un em- 
pilement comportant Ies couches successives sui- 
vantes: 

une couche d'lnP de type n, 
une ou plusieurs couches qui constituent le mi- 
lieu amplificateur du rayonnement emis, 
une couche d'lnP de type p, 
une couche terminale d'lnGaAsp, 
et d'autre part sur un substrat de GaAs d'un em- 
pilement comportant au moins une couche 
d'Al x Ga 10( As p avec x compris entre 0,8 et 1 et 
une couche terminale de GaAs, 

assemblage des deux echantillons ainsi obtenus 
par un traitement thermique realisant le collage epi- 
taxial de la couche de GaAs du deuxieme echan- 
tillon sur une couche d'lnP du premier, 
gravure selective en plots de facon que la couche 
a la surface de I'echantillon entre Ies plots soit la 
couche d'Al x Ga Vx As, 

oxydation par hydrolyse de la couche d*Al x Ga 1 . x As 
pendant une duree telle qu'a Tissue de cette oxyda- 
tion ladite couche est oxydee selectivement autour 
d'une zone centrale active du milieu amplificateur, 
metallisation de la face superieure des plots. 

D'autres caracteristiques et avantages de l'inven- 
tion ressortiront encore de la description qui suit. 
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Cette description est purement illustrative et non li- 
mitative. Elle doit etre lue en regard des dessins an- 
nexes sur lesquels : 

la figure 1 est une representation schematique en 
coupe d'un composant conforme a un premier mo- 
de de realisation possible de ('invention ; 
la figure 2 est une representation schematique en 
coupe d'un composant conforme a un autre mode 
de realisation possible de l'invention. 

Le composant illustre" sur la figure 1 est constitue 
par I'empilement sur un substrat 1 en GaAs dope n des 
differentes couches successives suivantes: 



une plurality de couches AJAs/GaAs definissant un 
miroir de Bragg 2, 
une couche 3 d'lnP dope n, 
une ou plusieurs couches qui constituent le milieu 
20 4 amplificateur du rayonnement emis, 
une couche 5 d'lnP dope p, 
un depot metallique 6. 

Les couches 3 a 6 definissent, avec la couche 2b 

25 de GaAs du miroir 2 qui est directement juxtaposee a la 
couche 3, un plot cylindrique ("mesa" selon la termino- 
logie couramment employee par I'Homme du Metier) 
porte par le substrat 1 et le reste du miroir 2. 

Le milieu amplificateur 4 est non intentionnellement 

30 dope. II peut etre par exemple constitue par une couche 
d'lnGaAsP ou par une structure a puits quantiques*(ln- 
GaAsPytlnGaAsP)^ Les autres materiaux actifs habi- 
tuellement utilises comme materiaux lasers dans la 
gamme de longueurs d'onde 1 ,3 - 1 ,55 u.m peuvent bien 

35 entendu egalement etre utilises. , 

Les couches d'AIAs et GaAs du miroir 2 sont des 
couches quart d'onde d'epaisseurs individuelles XMn, 
ou X est la longueur d'onde d'emission laser et n Tindice 
de refraction a cette longueur d'onde. 

40 Ces couches sont de type n, avec un dopage varia- 
ble de maniere a minimiser les resistances electriques 
parasites, telles que celles qui se manifestent aux inter- 
faces entre les materiaux de haut et bas indices, et a 
obtenir simultan6ment une faibie perte optique par ab- 

45 sorption sur les porteurs libres dus au dopage. 

Par exemple le dopage est choisi plus important au 
voisinage de I'interface GaAs/AIAs pour taciliter le pas- 
sage du courant a travers I'interface. 

En variante egalement, il est possible d'adopter une 

so transition graduelle entre les couches de GaAs et d'AI As 
en faisant varier progressivement la concentration 
d'aluminium. 

Le nombre de paires de couches AlAs/GaAs doit 
etre suffisant pour atteindre une reflectivite sup6rieure 
55 a 99 % (typiquement 25 a 30 paires sont necessaires). 
Conformement a l'invention, Tune des couches 
d'AIAs du miroir 2 au voisinage du milieu amplificateur 
4 est oxydee selectivement (couche 2a voisine de la 
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couche 2b de GaAs precitee) : sa partie centrale 2a {) au 
droit de la zone active du milieu amplificateur 4 est non 
oxydee et est entouree par un anneau 2a ti) oxyde. 

Cette structure oxydee selectivement permet un 
fort confinement lateral du courant d'injection, ainsi 5 
qu'un tort confinement optique du faisceau emis. 

La couche metallisee 6 sert a la f ois de contact elec- 
trique et de reflecteur. 

Elle peut couvrir entierement le mesa, auquel cas 
la sortie du laser se fait a travers le substrat 1 . to 

Elle peut egalement presenter, ainsi qu'illustre sur 
la figure 1 , une geom6trie annulaire, permettant a la lu- 
miere de sortir par le haut. Dans ce dernier cas le miroir 
superieur 6 peut eventuellement etre complete par un 
depot dielectrique multicouche classique qui ameiiore 
sa reflectivite. 

La realisation du composant de la figure 1 va main- 
tenant etre decrite. 

Dans un premier temps, on realise deux epitaxies, 
Tune sur un substrat d'lnP, I'autre sur un substrat de 20 
GaAs. 

Sur le substrat d'lnR on depose successivement : 

une couche d'arret d'lnGaAsP (non representee), 
la couche 5 d'lnP, 25 
le milieu amplificateur 4, 
la couche 3 d'lnP, 
une couche terminale d'lnGaAsP 

Sur le substrat 1 de GaAs de type n, on realise par 
epitaxie I'empilement des couches AlAs/GaAs du miroir 

2. 

Apres la realisation des epitaxies, les deux echan- 
tillonsobtenus sont assemblies par collage epitaxial de 
la fagon suivante. 

On enleve d'abord la couche terminale d'lnGaAsP 
par attaque chimique selective, par exemple par une so- 
lution a base d'acide sulfurique et d'eau oxygenee. 

Puis, les surfaces des deux echantillons sont de- 
soxydees, rincees, sech^es, et placees dans un porte- 
echantillon en graphite qui les maintient Tun contre 
I'autre avec une pression uniforme. 

L'ensembie est place dans un four, qui est d'abord 
purge a Pazote, puis maintenu dans une atmosphere 
d'hydrogene et soumis a une temperature de 630° C 
pendant 30 minutes. 

Apres retour a temperature ambiante, le porte- 
echantillon est retire du four, et le collage epitaxial est 
termine. 

Apres cette operation, on retire par deux attaques 
chimiques selectives d'une part le substrat d'lnP et 
d'autre part la couche d'arret d'lnGaAsP 

Ensuite, I'echantillon est prepare en vue de la gra- 
vure des mesas par des techniques classiquement con- 
nues de I'Homme du Metier. 

Par exemple, on depose sur la couche 5 une cou- 
che dielectrique, puis d'une resine photosensible. 

La resine est insol6e a travers un masque definis- 



sant la geometrie des mesas (par exemple des disques 
de 50 nm de diametre), chacun des mesas correspon- 
dant a un laser individuel. 

Apres revelation de la resine, une premiere gravure 
ionique reactive transfere le motif de resine sur la cou- 
che dielectrique, qui sert alors de masque pour la gra- 
vure des couches epitaxiees sur InP 

Cette deuxieme gravure est effectu6e dans des 
conditions permettant de s'arreter sur la premiere cou- 
che de GaAs dope n (couche 2b). Une derniere gravure 
selective est effectuee pour retirer cette couche de 
GaAs, par exemple en trempant I'echantillon dans une 
solution d'acide succinique de pH 4,3 maintenu a une 
temperature de 50°C. Le materiau restant a la surface 
de I'echantillon entre les mesas est celui de la couche 
2a en AlAs. 

L'echantillon est ensuite soumis a une etape d'oxy- 
dation par hydrolyse, du type de celle decrite dans les 
references [5] et [6] precitees. 

La couche 2a d'AlAs en surface est oxydee en pla- 
cant I'echantillon pendant environ 3 minutes dans un 
four maintenu a 475°C. L'atmosphere du four est cons- 
tituee d'un flux d'azote ayant barbote dans de I'eau d6- 
sionisee chauffee a 95°C. L'oxydation 2aJ de la couche 
d'AIAs progresse lateralement de facon annulaire par 
diffusion sous les mesas. 

La couche oxydee est en quelque sorte "enterree" 
sous le mesa. L'anneau oxyde 2a n) ainsi constitue defi- 
nit le passage du courant d'injection du laser a travers 
la partie centrale en AlAs de type n non oxydee. La 
taille de la partie centrale 2a x) est ajustee en faisant va- 
rier le temps de passage dans la four. On notera par 
ailleurs que l'anneau oxyde 2aj) maintient egalement 
une bonne isolation electrique entre les lasers indivi- 
duels. 

La couche 6 de contact electrique est ensuite de- 
posee par metallisation au sommet du mesa, sur la cou- 
che 5 d'lnP de type p. 

Dans I'exemple correspondant au mode de realisa- 
tion illustre sur la figure 1 , une ouverture d'un diametre 
de 1 5 ujti est amenagee dans la couche metallique au 
centre de chaque mesa de facon a permettre la sortie 
du rayon nement laser. 

La cavite verticale est finalement compietee par le 
depot d'un empilement multicouche constituant le miroir 
superieur, par exemple un empilement d'alternances 
SiOg/TiOgdeposeesafroidau moyen d'une evaporation 
assistee par bombardement ionique. 

Un autre mode de realisation possible pour I'inven- 
tion a ete illustre sur la figure 2. 

Ce composant est constitue par I'empilement sur un 
substrat 10 d'lnP dope n des differentes couches suc- 
cessives suivantes: 

une pluralite de couches de type n epitaxiees sur le 
substrat 10 et definissant un miroir de Bragg 11, 
une couche 12 d'lnP dope n, 
une ou plusieurs couches definissant le milieu am- 
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plificateur 13 du composant, 
une couche 14 d'lnp dope p, 
une couche 15 de GaAs dope p, 
une couche 16 d'AIAs oxyde selectivement, 
une couche 17 de GaAs dope p, 
ainsi qu'une couche superieure 18 de metallisation 
eventuellement completee par un depot dielectri- 
que multicouche. 

Pour ia realisation de ce composant, on realise 
dans un premiertemps deux epitaxies, Tune sur le subs- 
trat 10, 1'autre sur un substrat de GaAs. 

Sur le substrat 10 d'lnP de type n, on fait croitre 
successivement les differentes couches definissant le 
reflecteurde Bragg 11, ia couche 12 d'lnP de type n, le 
milieu amplificateur 13, la couche 14 d'lnP de type p. 
ainsi qu'une couche terminate d'lnGaAsP (non repre- 
sentee). 

Sur le substrat de GaAs, on fait croitre successive- 
ment 4 couches de type p, a savoir une couche d'arret 
d'AIAs ou d'AIGaAs, la couche 17 de GaAs, la couche 
16 d'AIAs qui sera oxydee selectivement, ainsi qu'une 
couche terminate correspondant a la couche 15 de 
GaAs. 

Le collage epitaxial des deux 6chantillons ainsi ob- 
tenus est realise comme decrit en reference a I'exemple 
de ia figure 1 . 

On retire ensuite le substrat de GaAs et la couche 
d'arret par attaques chimiques selectives. 

On realise les operations necessaires a la gravure 
des mesas sur la couche de GaAs. Cette gravure est 
beaucoup moins profonde que dans le premier exem- 
ple, et peut etre realisee simplement en trempant 
I'echantillon dans une solution d'acide succinique de pH 
4,3 maintenu a une temperature de 50°C. 

Le materiau restant a la surface de I'echantillon en- 
tre les mesas est alors de I'AIAs. 

Ensuite I'operation d'oxydation par hydrolyse est 
realisee comme decrit plus haut, puis on metallise en 
maintenant une ouverture centrale, et on realise le de- 
pot du miroir dielectrique superieur. 



Revendications 

1. Composant d'emission laser a cavite verticale 
emettant par la surface a une longueur d'onde com- 
prise entre 1 ,3 et 1 ,55 um, comportant un empile- 
ment presentant deux miroirs (2, 6 ; 11, 18) qui re- 
flechissent a la longueur d'onde d'emission et une 
ou plusieurs couches (4, 1 3) qui sont interposee(s) 
entre ces deux miroirs (2, 6 ; 11, 18) et qui consti- 
tuent un milieu amplificateur du rayonnement emis, 
caracterise en ce qu'au moins un (2 ; 1 6, 1 7, 1 8) de 
ces miroirs presente au voisinage du milieu ampli- 
ficateur (4, 13) une couche (2a, 16) d'A^Ga^As, 
avec x compris entre 0,8 et 1 , oxydee selectivement 
(2aj) et 28^) autour d'une zone centrale active du 
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milieu amplificateur (4, 13). 

Composant selon la revendication 1 , caracterise en 
ce que la couche (2a, 16) oxydee selectivement est 
une couche d'AIAs. 

Composant selon la revendication 2, caracterise en 
ce qu'il comprend I'empilement sur un substrat (1) 
en GaAs dope n des differentes couches successi- 
ves suivantes: 

une pluralite de couches AlAs/GaAs definis- 
sant un miroir de Bragg (2), 
une couche (3) d'lnP dope n, 
une ou plusieurs couches qui constituent le mi- 
lieu amplificateur (4) du rayonnement emis, 
une couche (5) d'lnP dope p, 
un depot metallique (6), 

la couche oxydee etant la couche (2a) d'AIAs du mi- 
roir de Bragg (2) la plus proche du milieu amplifica- 
teur (4), les couches (2b, 3 a 5) entre cette couche 
oxydee (2a) et le depot metallique (6) etant gravees 
en plots. 

Composant selon la revendication 2, caracterise en 
ce qu'il comprend I'empilement sur un substrat (10) 
d'lnP dope n des differentes couches successives 
suivantes: 

une pluralite de couches de type n definissant 
un miroir de Bragg (11), 

- une couche (12) d'lnP dope n, 

une ou plusieurs couches qui constituent le*mi- 
iieu amplificateur (13) du rayonnement emis, 
une couche (14) d'lnp dope p, : 
une couche (1 5) de GaAs dope p, 
une couche (1 6) d'AIAs oxydee selectivement, 

- une couche (17) de GaAs dope p gravee en 
plots, 

- un depot metallique (18). 

Composant selon Tune des revendications 3 et 4, 
caracterise en ce que ie depot metallique presente 
un trou pour le passage de la lumiere emise et est 
complete par un depot dielectrique multicouche. 

Procede pour la realisation d'un composant selon 
Tune des revendications precedentes, caracterise 
par les differentes etapes suivantes : 

epitaxies d'une part sur un substrat d'lnP d'un 
empilement comportant les couches successi- 
ves suivantes : 

une couche (3, 12) d'tnP dope n, 

une ou plusieurs couches qui constituent 

le milieu amplificateur (4, 13) du rayonne- 



BEST AVAILABLE COPY 



9 



EP0 765 014 A1 



10 



ment emis, 

une couche (5, 14) d'lnP dope p, 

une couche terminate d'lnGaAsp, 

et d'autre part sur un substrat de GaAs d'un 

empilement comportant au moins une cou- s 

che (2a, 16) d'A^Ga^As, avec x compris 

entre 0,8 et 1 et une couche terminate de 

GaAs, 

assemblage des deux echantillons ainsi obte- io 
nus par un traitement thermique reaiisant le col- 
lage epitaxial de la couche de GaAs du deuxie- 
me echantillon sur une couche d'lnP du pre- 
mier, 

gravure selective en plots de facon que la cou- is 
che a la surface de r echantillon entre les plots 
soit la couche (2a, 16) d'A^Ga^As, 
oxydation par hydrolyse de la couche (2a, 16) 
d'A^Ga^As pendant une duree telle qu'a Tis- 
sue de cette oxydation ladite couche est oxy- 20 
dee selectivement autour d'une zone centrale 
active du milieu ampliticateur (4, 13), 
metallisation de la face superieure des plots. 

7. Precede selon la revendication 6 pour la realisation 2$ 
du composant selon la revendication 3, caracterise 
en ce qu'on depose successivement d'une part par 
epitaxie sur le substrat d'lnP : 



epitaxie sur le substrat d'lnP 

les diff erentes couches definissant le reflecteur 
de Bragg (11), 

la couche (12) d'lnP de type n, 
la ou les couches qui constituent le milieu am- 
pliticateur (13) du rayonnement emis, 
la couche (14) d'lnP de type p, 
ainsi qu'une couche terminate d'lnGaAsP, 

et d'autre part sur le substrat de GaAs, une couche 
d'arret d'AIAs ou d'AIGaAs, une couche (17) de 
GaAs, la couche (16) d'AIAs qui sera oxydee selec- 
tivement, ainsi qu'une couche (15) terminate de 
GaAs, 

en ce qu'on enleve la couche terminate d'lnGaAsP 
par attaque chimique selective avant le traitement 
thermique de collage epitaxial, 
en ce qu'apres le traitement thermique de collage 
epitaxial, on retire le substrat de GaAs et la couche 
d'arret par attaques chimiques selectives, 
en ce qu'on grave la couche (17) de GaAs de sur- 
face, la couche restant a la surface de I'echantillon 
entre les plots etant la couche (16) d'AIAs qui est 
ensuite oxydee selectivement. 



une couche d'arret d'lnGaAsP, 30 
la couche (5) d'lnP dope p, 
la ou les couches qui constituent le milieu am- 
pliticateur (4) du rayonnement emis, 
la couche (3) d'lnP dope n, 
une couche terminate d'lnGaAsP 35 



et d'autre part par epitaxie sur le substrat de GaAs 
de type n I'empilement des couches AlAs/GaAs du 
miroir de Bragg (2), 

en ce qu'on enleve la couche terminate d'lnGaAsP *o 
par attaque chimique selective avant le traitement 
thermique de collage epitaxial, 
en ce qu'apres le traitement thermique de collage 
epitaxial, on retire par deux attaques chimiques se- 
lectives d'une part le substrat d'lnP et d'autre part *s 
la couche d'arret d'lnGaAsP, 
en ce qu'on realise la gravure des diff erentes cou- 
ches (2b, 3 a 5) comprises entre la couche (5) d'lnP 
dope p et la premiere couche (2b) de GaAs du miroir 
de Bragg, la couche (2a) a la surface de I'echantillon so 
entre les plots etant la premiere couche d'AIAs du 
miroir de Bragg (2), 

ladite couche (2a) d'AIAs etant ensuite oxydee se- 
lectivement. 

ss 

8. Procede selon la revendication 6 pour la realisation 
du composant selon la revendication 4, caracterise 
en ce qu'on depose successivement d'une part par 
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